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前言

2001年7月间，电子工业出版社的领导同志邀请各高校十几位通信领域方面的老师，商量引进国外教材
问题。
与会同志对出版社提出的计划十分赞同，大家认为，这对我国通信事业、特别是对高等院校通信学科
的教学工作会很有好处。
教材建设是高校教学建设的主要内容之一。
编写、出版一本好的教材，意味着开设了一门好的课程，甚至可能预示着一个崭新学科的诞生。
20世纪40年代MIT林肯实验室出版的一套28本雷达丛书，对近代电子学科、特别是对雷达技术的推动
作用，就是一个很好的例子。
我国领导部门对教材建设一直非常重视。
20世纪80年代，在原教委教材编审委员会的领导下，汇集了高等院校几百位富有教学经验的专家，编
写、出版了一大批教材；很多院校还根据学校的特点和需要，陆续编写了大量的讲义和参考书。
这些教材对高校的教学工作发挥了极好的作用。
近年来，随着教学改革不断深入和科学技术的飞速进步，有的教材内容已比较陈旧、落后，难以适应
教学的要求，特别是在电子学和通信技术发展神速、可以讲是日新月异的今天，如何适应这种情况，
更是一个必须认真考虑的问题。
解决这个问题，除了依靠高校的老师和专家撰写新的符合要求的教科书外，引进和出版一些国外优秀
电子与通信教材，尤其是有选择地引进一批英文原版教材，是会有好处的。
一年多来，电子工业出版社为此做了很多工作。
他们成立了一个“国外电子与通信教材系列”项目组，选派了富有经验的业务骨干负责有关工作，收
集了230余种通信教材和参考书的详细资料，调来了100余种原版教材样书，依靠由20余位专家组成的
出版委员会，从中精选了40多种，内容丰富，覆盖了电路理论与应用、信号与系统、数字信号处理、
微电子、通信系统、电磁场与微波等方面，既可作为通信专业本科生和研究生的教学用书，也可作为
有关专业人员的参考材料。
此外，这批教材，有的翻译为中文，还有部分教材直接影印出版，以供教师用英语直接授课。
希望这些教材的引进和出版对高校通信教学和教材改革能起一定作用。
在这里，我还要感谢参加工作的各位教授、专家、老师与参加翻译、编辑和出版的同志们。
各位专家认真负责、严谨细致、不辞辛劳、不怕琐碎和精益求精的态度，充分体现了中国教育工作者
和出版工作者的良好美德。
随着我国经济建设的发展和科学技术的不断进步，对高校教学工作会不断提出新的要求和希望。
我想，无论如何，要做好引进国外教材的工作，一定要联系我国的实际。
教材和学术专著不同，既要注意科学性、学术性，也要重视可读性，要深入浅出，便于读者自学；引
进的教材要适应高校教学改革的需要，针对目前一些教材内容较为陈旧的问题，有目的地引进一些先
进的和正在发展中的交叉学科的参考书；要与国内出版的教材相配套，安排好出版英文原版教材和翻
译教材的比例。
我们努力使这套教材能尽量满足上述要求，希望它们能放在学生们的课桌上，发挥一定的作用。
最后，预祝“国外电子与通信教材系列”项目取得成功，为我国电子与通信教学和通信产业的发展培
土施肥。
也恳切希望读者能对这些书籍的不足之处、特别是翻译中存在的问题，提出意见和建议，以便再版时
更正。
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内容概要

本书是微电子技术领域的基础教程。
全书涵盖了量子力学、固体物理、半导体材料物理以及半导体器件物理等内容，共分为三部分，十五
章。
第一部分是基础物理，包括固体晶格结构、量子力学和固体物理；第二部分是半导体材料物理，主要
讨论平衡态和非平衡态半导体以及载流子输运现象；第三部分是半导体器件物理，主要讨论同质pn结
、金属半导体接触、异质结以及双极晶体管、MOS场效应晶体管、结型场效应晶体管等。
最后论述了光子器件和功率半导体器件。
书中既讲述了半导体基础知识，也分析讨论了小尺寸器件物理问题，具有一定的深度和广度。
全书内容丰富、概念清楚、讲解深入浅出、理论分析透彻。
另外，全书各章难点之后均列有例题、自测题，每章末均安排有复习要点、重要术语解释及知识点。
全书各章末列有习题和参考文献，书后附有部分习题的答案；此外，部分章末引入了计算机仿真题。
　　本书可作为高等院校微电子技术专业本科生及相关专业研究生的教材或参考书，也可作为相关领
域工程技术资料。
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章节摘录

插图：绪论半导体和集成电路我们经常听说我们生活在信息时代。
比如，我们可以通过国际互联网获得大量的信息，当然也可以通过卫星通信系统从千里之外获得这些
信息。
而正是晶体管和集成电路（IC）的发展使之成为可能。
IC渗透到了日常生活的每一个方面，包括CD播放器、传真机、零售商店的激光扫描仪和移动电话在
内的电子设备，均要使用IC。
IC技术最显著的例子之一是数字计算机，与几年前将人送上月球的设备相比，今天一台较小的膝上电
脑具有更强的计算能力。
半导体电子领域依旧是一个快速变化的领域，每年有数千篇技术论文发表。
历史虽然IC技术的大爆炸发生在最近的二三十年，但半导体器件已经有相当长的历史①。
金属半导体接触可追溯到1874年的Braun，他发现了金属（如铜、铁、硫化铅）半导体接触时的电流传
导非对称性。
这些器件被用做收音机早期试验的检波器。
1906年，Pickard给出了用硅制作的点接触检波器。
1907年，Pierce在向各种半导体上溅射金属时，发现了二极管的整流特性。
到了1935年，硒整流器和硅点接触二极管已经可用做收音机的检波器。
随着雷达的发展，整流二极管和混频器的需求量上升。
这时，获得高纯硅、锗的方法得到了发展。
随着半导体物理的发展，人们对金属半导体接触的理解得到了显著提高。
也许该阶段最重要的就是1942年Bethe提出的热离子发射理论，根据该理论，电流是由电子向金属发射
的过程决定的，而不是由漂移或扩散过程决定的。
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编辑推荐

《半导体物理与器件(第3版)》：深入讲解了半导体器件的特性、工作原理及限制因素。
《半导体物理与器件(第3版)》的可读性强，适合于教学，具体特性如下：·通篇简介了物理学。
与其他教材相比，《半导体物理与器件(第3版)》提供了更多的物理学及量子理论知识，以便读者更深
入地理解器件并开发出新的半导体器件·扩充了买用的示例。
全书使用了许多示例，以加强读者列概念的理解。
这些示例包含了分析或设计的所有细节，读者不必再添加任何步骤·新加了目测题。
在示例、练习题之后立即加入了目测题，以测试读者对所涉及内容的理解。
增加了每章结尾处的习题数量。
每章后面均提供了大量的习题。
在每章的小结与复习题中，包含了面向设计的习题·新的教学方式。
在每章的术语后添加了要点。
要点可帮助读者过渡到下一章的内容。
要点后面的复习题也可作为自测题，以测试读者对概念掌握的程度·计算机仿真。
在每章结尾处的习题中，包含了许多计算机仿真习题。
此外，网站中还提供了使用MATLAB进行计算机仿真的习题
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